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(54)  AETZMITTEL FUER POLYKRISTALLINE SILICIUMSCHICHTEN

(57) Die.Erfindung betrifft ein Atzmittel zur Strukturierung polykristailiner Siliciumschichten in der
Halbleiterbauelementefertigung. Ziel istdie Verringerung von Schwankungen der Magenauigkeit
der geéatzten Strukturen. Aufgabe ist es, ein Atzmittel zu schaffen, dessen Atzrate weitgehend
unabhéngig von der Standzeit des Atzmittels und der darin geatzten Anzahlvon Haibleiterscheiben
ist. Das erfindungsgemaRe Atzmitte! besteht aus einem Gemisch von Essigsdure, 0,8...3%
FluRsaure, 2...8% Salpeterséure, 2...9% Wasser, 2 - 1073.:.8 - 1073% Silbernitrat und einer
katalytischen Menge von Nitritionen, vorzugsweise 0,03... 1%o eines wasserldslichen Nitrits,
insbesondere 0,03...1% Ammoniumnitrit.
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Titel der Erfindung

Atzmittel fiir polykristalline Siliciumschichten

Anwendungsgebiet der Erfindung

- Die Erfindung betrifft ein Atzmittel zur Strukturierung

polykristalliner Siliciumschichten. Bs findet Anwendung
bel der Herstellung von Halbleiterbauelementen.

Charakteristik der bekannten tachnischen LOsungen

Zum itzen polykristalliner Siliciumschichten in der Halb-
leiterfertigung ist nach der DD=PS 123 488 ein Atzmittel
bekannt, daB aus einem Gemisch von EssigsZure mif
0,9e¢¢3% FluBsdure, 2...3% Salpetersiure, 2...9% Wasser
und 2 * 1072,.., 8 * 1077% Silbernitrat besteht. Dieses
Atzmittel hat den Nachteil, daB sich seine Atzrate in
AbhZngigkeit von der Standzeit des Atzmittels und dex
darin gedfzten Anzahl von Halbleiterscheiben sehr stark
gndert, Es wurden inderungen der Aitzrate bis zu 40%
gegeniiber dem Anfangswert festgestellt, so dal die er=
forderliche MaBSgenauigkeit der gedtzten Strukturen im
polykristallinen Silicium bei Chargenbearbeitung von
Charge zu Charge nichi gegeben isi,
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Ziel der Erfindung

ziel der Erfiﬁdung ist es, die Schwankungen der Malge-
nauigkeit der gedtzten Strukturen im polykristallinen
Silicium bei Chargenbearbeitung von Charge zu Charge
zu verringern. B

Darlegung des Wesens der Erfindung

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Atzmittel fir poly-
kristalline Siliciumschichten in der Halbleiterfertigung
zu gchaffen, dessen Atzrate weitgehend unabhingig von
der Standzeit des Atzmittels und der darin gefitzten An=
zahl von Halbleiterscheiben iste.

ErfindungsgemdB ist die Aufgabe, ein Atzmittel fiir poly-
kristalline Siliciumschichten, bestehend aus einem Gemisch
von Essigsiure, 0,%.se3% Flufséure, 2...8% Salpetersiure,
 2e..9% Wasser und 2 ¢ 1072,..8 ¢ 107°% Silbernitrat, zu

gchaffen, dadurch geldst, dad das Atzmittel eine ka=
talytische Menge von Nitritionen enth&lt.

Es igt zweckm#Big, da8 das Atzmittel 0,03..1% eines
wasserldslichen Nitrits enthilt, ‘

Es ist schlieBlich zweckm#Big, da8 das Atzmittel

0,03 eee1%beimmoniumnitrit enthi&lt.
Es wurde gefunden, daB der Zusatz einer katalytischen
Menge von Nitritionen sich auBerordentlich stabilisierend
auf die Atzrate auswirkt.

Das erfindungsgemdfBe Atzmittel hat den Vorteil, dal es

bis kurz vor seiner Ersdﬁpfung eine prekiisch konstante
Atzrate besitzt. Dadurch wurden die Schwankungen der Maf=-
genauigkeit der gedtzten Strukturen im polykristallinen
Silicium bei Chargenbearbeitung von Charge zu Chargs
derart verringert, dal die Ausbeute bei der Strukturierung
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des polykristallinen Siliciums wesentlich erhsht wird.
AuBerdem. ist der Einsatz von Testschéiben zur Atzraten-
bestimmung nicht mehr notwendig.

Ausfilhrunggbeispiel

Die Erfindung soll nachfolgend anhand eines Ausfuhrungs~
beispiels niher erldutert werden.

Einer Atzldsung aus 300 ml FluBsdure (37,5%ig), 300 ml
Salpeters@ure (65%ig), 18 ml 0,1 n Silbernitratldsung
und 5400 ml Essigsdure (100%1g) werden 0,3 g Ammonium=
nltrzt zugesetzt.

- Es hat sich gezeigt, dal mit dieser Ltzldsung die poly-
kristallinen Siliciumschichten von bis zu 500 Halbleiter-
écheiben von 76 mm Durchmesser strukturiert werden kdmmen,
wobei die Schwankung der Aizrate nur etwa 3...6% betrigte
Das itzmittel arbeitet selektiv und Htzt polykristallines
Silicium etwa 100 mal schneller als Siliciumdioxzid.
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Erfindungganspruch

1o  Atzmittel fiir polykristalline Siliciumschichten,
bestehend aus einem Gemisch von Essigsiure,
0,92 003% FluBSEure, 2..+8% Salpetersiure, 2...9%
Wasgser und 2 * 1073400 8 » 10'3% Silbernitrat,
dadurch gekennzeichnet, daf es eine katalytische
Menge von Nitritionen enthidlt,.

2. ftzmittel nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet,
daB es 0,03ess1%0eines wasserlidslichen Nitriis
enthdlt.

3. Atzmittel nach Punkt 1 und 2, dadurch gekenn-
zoichnet, daB es 0,03..e1%cAmmoniumnitrit enthdlt.
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